
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA 

अंतररक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र – इसरो SPACE APPLICATIONS CENTRE-ISRO 

अहमदाबाद AHMEDABAD - 380 015 

 

सं.: सैक/ई.ओ.आई./08/ डी/2025-26                                                                  

No.: SAC/EOI/08/D/2025-26                                                                                                                               Date: 11/02/2026 

 

भारत के राष्ट्रपवत के विए और उनकी ओर से, प्रधान, क्रय एिं भंडार, अंतररक्ष उपयोग कें द्र, अहमदाबाद, वनम्नविवित के विए ईओआई आमंवित 

करते हैं ।  For and on behalf of the President of India, Head, Purchase & Stores, Space Applications Centre, Ahmedabad invites 

EOI for the following.  

ईओआई फाइि स.ं 

EOI File No. 

संवक्षप्त वििरण 

Brief Description 

वनयत वतवि और समय  

Due Date & Time 

सैक/ई.ओ.आई./08/ डी/2025-26 

SAC/EOI/08/D/2025-26 

 

अिरक्त प्रवतवबंब संिेदक के विकास हेतु टाइप-2 सुपर िैवटस 

एवप िेफ़र (टी2एसएि) संविरचन के विए अवभरुवच की 

अवभव्यवक्त Expression of Interest (EOI) for Fabrication 

of Type-2 Super Lattice (T2SL) Epi Wafers for 

Development of Infrared Image Sensor. 

13-03-2026;   

1500 Hours 

 

 

1. विस्ततृ तकनीकी दस्तािजे इसरो एि ंसैक की िबेसाइट www.isro.gov.in और www.sac.gov.in  पर उपलब्ध ह ैवजसम ेविवनदशे, विके्रता 

की पूिव अपेक्षाओ का उल्लेख ह ैऔर इस ेिबेसाइट से डाऊनलोड वकया जा सकता ह ै |The detailed technical document including 

specifications, pre-requisites that a vendor should possess etc. are available on ISRO and SAC website 

www.isro.gov.in & www.sac.gov.in and the same can be downloaded from the websites. 

2. Pre-Bid Meeting:  ई. ओ. आई. की बेहतर समझ रखने और शंकाओ ंको दरू करने के वलए, ऑनलाइन मोड के माध्यम से 18 फरिरी 2026 

को एक पूिव-बोली बैठक वनधावररत की गई ह।ै कृपया पूिव-बोली में भाग लेन े की अपनी इच्छा वदनांक 17/02/2026; 14:00 बज े तक  

psod@sac.isro.gov.in पर  ईमेल द्वारा साझा करें। पूिव-बोली बैठक के वलए वलंक  ईमेल पर साझा वकया जाएगा। To have better 

understanding of the EOI and to resolve doubts, a pre-bid meeting is scheduled on 18th February 2026 through online 

mode. Kindly share your willingness for participation in pre-bid on psod@sac.isro.gov.in up to 17/02/2026; 14:00 hrs.  

Link for pre-bid meeting will be shared over mail. 

3. कृपया ध्यान दें वक कोई भी स्पष्टीकरण यहााँ वदए गए ईमेल पर भेजा जाए। लेवकन, ईओआई का प्रत्युत्तर केिल नीच ेवदए गए पोस्टल एडे्रस पर ही 

भेजना होगा | Please note that, any clarification shall be sent to Email mentioned herein. However, response to EOI has 

to be sent to below mentioned postal address only. 

4. कृपया अपने विस्ततृ प्रत्यतुर मोहरबंद वलफाफे में वनयत वतवि 11-03-2026 (1500 Hrs. IST) तक या इससे पूिव अधोहस्ताक्षरी को नीच ेवदए गए 

पत ेपर भेजें। Please submit detailed response to the undersigned on or before due date 11-03-2026 (1500 Hrs. IST) in 

sealed cover on below address. 

क्रय एिं भंडार अवधकारी Purchase & Stores Officer, 

वनविदा समूह Tender Cell, 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र (इसरो) Space Applications Centre (ISRO), 

जोधपुर टेकरा, आम्बािाडी विस्तार पी.ओ.,  Jodhpur Tekra, Ambawadi Vistar PO, 

सेटेिाइट Satellite, अहमदाबाद Ahmedabad - 380015 

5. वनयत वतवि बढ़ान ेजाने के वनिदेन पर कोई विचार नहीं वकया जायेगा | No request for extension of the due date will be considered 

6. विलम्ब/दरेी से प्राप्त प्रस्ताि स्िीकृत नहीं वकए जाएाँगे| Late/Delayed offers will not be accepted. 

7. कृपया अधोहस्ताक्षररत व्यवि को वनयत वतवि पर या उससे पहल ेसीलबंद वलफाफे में केिल ई. ओ. आई. संख्या और वनयत वतवि को विवधित 

प्रवतस्िावपत करते हुए विस्ततृ प्रवतवक्रया प्रस्तुत करें।| Please submit detailed response to the undersigned on or before due date in 

sealed cover only duly superscribing EOI Number and due date. 

8. वकसी भी तकनीकी पूछताछ के वलए, 079-2691 3079, ईमेलः psod@sac.isro.gov.in पर संपकव  करें। For any technical query, contact 

on 079-2691 3079, Email: psod@sac.isro.gov.in. 

9. इन ईओआई के वलए शुविपत्र, यवद कोई हुआ तो िबेसाइट पर प्रकावशत वकया जाएगा।  Corrigendum if any against this EOI will be 

published on website. 

10. यवद वकसी भी शब्द के अगं्रेजी और वहदंी के बीच अिव में अतंर ह,ै तो अगं्रेजी संस्करण प्रबल होगा। If there are difference in meaning 

between English and Hindi of any term, the English version shall prevail. 

 

                                                                                                                                                                       Sd/- 

प्रधान, क्रय एि ंभंडार  Head, Purchase & Stores 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

हम लोग अपना कायव नए ईक्रय पोटवल पर शरुू करने िाले हैं। इसवलए साइट- https://eproc.isro.gov.in/  पर जाकर कृपया अपने विके्रता प्रोफाइल/वक्रडेंवशयल्स को अद्यवतत  

करें। As we are migrating to new E- procurement portal, kindly update your vendor Profile/Credentials by visiting https://eproc.isro.gov.in/  सभी 

विके्रताओ ंको साइट https://gem.gov.in पर जाकर गिमेंट ईपर स्ियं को पंजीकृत करने के वलए प्रोत्सावहत वकया जाता ह।ै )जेम( माकेट प्लेस- All vendors are encouraged 

to register themselves on Government E-market Place (GeM) portal by visiting https://gem.gov.in 

https://eproc.isro.gov.in/
https://eproc.isro.gov.in/
https://www/gem.gov.in
https://www/gem.gov.in
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टाइप-2 सुपर लैटटस तकनीकी आधाररत अवरक्त इमेज सेंसर से संबक्तित  टवकास और सप्लाई के अलावा, इसको कॉपी या और टकसी 

माध्यम से अन्य उदे्दश्ो ंके टलए न टकया जाए | 
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खिंड 1: पररचय  Section 1: Introduction 

अंतररक्ष उपयोग कें द्र (सैक), िारतीय अंतररक्ष अनुसंधान संगठन, अंतररक्ष टविाग, िारत सरकार के अंतगगत 

मौसमटवज्ञान संबंधी अनुप्रयोगो,ं वायुमंडलीय अध्ययन और िू-संसाधनो ंके मॉनीटरन के टलए टवद्युत-प्रकाशीय कैमरो ं

के टनमागण में संलग्न है। सैक द्वारा मध्य तरंग अवरक्त (एमडबू्ल्यआईआर) और दीर्ग तरंग अवरक्त (एलडबू्ल्यआईआर) 

से्पक्ट्र मी रेंज में कायग करने वाले टाइप-2 सुपरलैटटस (टी2एसएल) तकनीकी आधाररत फोकल पे्लन सरणी को 

टवकटसत करने की योजना पर पहल की जा रही है।  

Space Applications Centre (SAC), Indian Space Research Organization (ISRO), Department of 

Space, Government of India, is involved in development of electro-optical cameras for 

meteorological applications and earth resource monitoring. SAC is planning to develop Type-II 

superlattice (T2SL) based focal plane array responsive in Mid Wave Infrared (MWIR) and Long 

Wave Infrared (LWIR) spectral band. 

 

इस संदिग में, एमडबू्ल्यआईआर और एलडबू्ल्यआईआर तरंगदैध्यग रेंज में टी2एसएल आधाररत प्रटतटबंब संवेदक के 

टडजाइन और टवकास में अनुिव रखने वाले प्रस्तावकतागओ ं(िारिीय उद्योग/शैक्षतिक सिंस्थानो िं) से अतिरुतच की 

अतिव्यक्तक्त (ईओआई) आमंटित की जाती है।  

In this context, Expression of Interest (EoI) is invited from Proposers (Indian 

industry/Academic institutes) having experience in design & development of epi-wafers for 

T2SL based image sensor in MWIR and LWIR wavelength range.  

1. प्रस्तावक टी2एसएल आधाररत प्रटतटबंब संवेदक के टडजाइन, टनमागण और पैकेटजंग हेतु टनम्नटलक्तखत 

गटतटवटधयो ंके टलए उनके अनुिव और सुटवधाओ ंकी उपलब्धता के बारे में जानकारी/प्रमाण प्रदान करेगा।  

The proposer shall provide information/proof regarding their experience and availability 

of facilities to support following activities for design and fabrication of T2SL based epi-

wafers.  

A. टी2एसएल आधाररत एमडबू्ल्यआईआर और एलडबू्ल्यआईआर फोटोडायोड संरिनाओ ंके टलए टडजाइन 

उपकरण  

Design tools for T2SL based MWIR and LWIR photodiode structures 

B. टी2एसएल उपकरण अनुकरण और प्रटिया अनुकरण के टलए उपकरण  

Tools for T2SL device simulations and process simulations 

C. टी2एसएल एटप-वेफर टनमागण सुटवधाएं  

T2SL Epi-wafer fabrication facilities 

D. टी2एसएल एटप-वेफर अटिलक्षणन सुटवधाएँ 

T2SL Epi-wafer characterization facilities 

E. टपके्सलाइजेशन के टलए आवश्क मास्क सेटो ंको टडजाइन करने और बनाने के टलए उपकरण एवं सुटवधाएं  

Tools and facilities to design and fabricate mask sets required for pixelization  

F. टपके्सलेटेड फोटोडायोड सरणी पर अंडर-बम्प धातुकरण (यूबीएम) के साथ वटधगत एटप-वेफसग और 

टनक्तियता के साथ  टपके्सलाइज़ करने की सुटवधा  
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Facility to pixelize grown epi-wafers and passivation along with under-bump 

metallization (UBM) on pixelated photodiode array 

G. वेफर डाइटसंग, बम्प बॉक्तडंग, बैक टथटनंग, एंटी-ररफे्लक्शन कोटटंग (एआरसी) और पैटसवेशन के टलए 

औजार और उपकरण  

Tools and equipment for wafer dicing, bump bonding, back thinning, anti-reflection 

coating (ARC) and passivation 

H. एक उपयुक्त रीड-आउट इंटीगे्रटेड सटकग ट (आरओआईसी) के साथ टपके्सलेटेड एटप-वेफसग को संकररत 

करने की सुटवधा 

Facility to hybridize pixelated epi-wafers with a suitable Read-out Integrated Circuit 

(ROIC) 

I. संकर फोकल पे्लन सरणी (एफपीए) की टवशेषता के टलए सुटवधा और परीक्षण सेटअप 

Facility and test setups to characterize hybrid focal plane array (FPA) 

J. वेफर हैंडटलंग, वेफर प्रोब परीक्षण उपकरण और अचे्छ डाई माटकिं ग के टलए क्लीनरूम क्लास (1000) 

सुटवधा 

Cleanroom class (1000) facility for wafer handling, wafer probe testing equipment and 

good die marking 

2. प्रस्तावकताग को अवरक्त प्रटतटबंब संवेदक के टवकास के टलए प्रसंसृ्कत टी2एसएल एटप-वेफर के टडजाइन, 

टवकास और टवतरण का पूवग अनुिव होना िाटहए। प्रस्तावकताग पूवग के कायगिम में टवकटसत टी2एसएल 

आधाररत प्रटतटबंब संवेदक के पररणाम प्रदान करेगा।  

Proposer shall possess prior experience of design, development and delivery of processed 

T2SL epi-wafers for development of infrared image sensors. Proposer shall provide results 

of T2SL based infrared sensors developed in earlier program. 

प्रटतटिया में प्रसु्तत प्रस्ताव इस दस्तावेज़ के बाद के खंडो ंमें टनधागररत आवश्कताओ ंके अनुरूप होगा। इसमें फाउंडर ी 

और/या अटधकृत प्रटतटनटधयो ंका टपछला अनुिव (समान प्रकार का टवकास कायग करना) एवं आवश्कताओ ंको पूरा 

करने के टलए टडजाइन, टनमागण तथा परीक्षण के टलए उपलब्ध सुटवधाएं िी शाटमल होगंी।  

The proposal submitted in response shall be in conformity with requirements laid down in 

subsequent sections of this document. It shall also include the previous experience of the 

foundries and/ or authorized representatives (carrying out similar kind of developmental work) 

and the facilities available for design, fabrication and testing to meet the requirements. 

खिंड 2: एतप वेफ़र आवश्यकिाएिं   Section 2: Epi wafer requirements 

सैक टडजाइन परामशग और प्रस्तावक के समथगन के साथ एमडबू्ल्यआईआर और एलडबू्ल्यआईआर वणगिमीय रेंज में 

प्रटतटियाशील टी2एसएल आधाररत एटप संरिनाओ ंको टडजाइन करेगा। दो टडजाइन पुनरावृटियो ंकी कल्पना की 

गई है, यटद पुनरावृटि 1 में एकल टपके्सल टवटनदेश पूरे नही ंहोते हैं, तो पुनरावृटि 2 को टडजाइन संशोधनो ंके साथ 

टनष्पाटदत टकया जाएगा और यटद प्रदशगन पुनरावृटि 1 में पूरा टकया जाता है तो पुनरावृटि 2 को उसी टडजाइन के साथ 

िलाया जाएगा। टडजाइन पुनरावृटि के दौरान, प्रस्तावकताग सलाहकारो ंके माध्यम से समटपगत समथगन के रूप में सैक 
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इंजीटनयरो ं को टडजाइन परामशग प्रदान करेगा। सैक को टी2एसएल टडजाइन, अनुकरण, टपके्सल के टीसीएडी 

मॉडटलंग, टपके्सल अंतरापृष्ठ की टडजाइटनंग और यटद पुनरावृटि 1 में कोई समस्या हो तो डीबटगंग के टलए परामशग 

सेवा की आवश्कता होगी। 

SAC will design T2SL based epi structures responsive in MWIR and LWIR spectral range with 

design consultancy and support from proposer. Two design iterations are anticipated, if single 

pixel specifications are not met in iteration1, iteration 2 will be executed with design/fabrication 

modifications and if performance is met in iteration 1 then iteration 2 will run with same design. 

During the design Iteration, proposer shall provide design consultancy to SAC engineers in the 

form of dedicated support through consultants. SAC requires consultancy service during T2SL 

design, simulations, TCAD modeling of pixel, designing of pixel interface and debugging issue if 

any in iteration 1.   

ताटलका-1 एटप वेफ़र के अनुमाटनत टवटनदेशो ंके बारे में जानकारी देती है। इन टवटनदेशो ंतथा अन्य को टकक-ऑफ 

मीटटंग के दौरान अंटतम रूप टदया जाएगा।  

Table-1 gives tentative epi-wafer process specifications. These specifications and any other will be 

finalized during kick-off meeting.  

िातलका-1: एतप वेफर तवतनदेश 

Table-1: Epi wafer Specifications 

क्रमािंक 

 S.No. 

प्राचल  

Parameter 

इकाई 

Unit 

लतक्षि तवतनदेश Targeted Specifications  

एमडबू्ल्यआईआर 

टी2एसएल  

MWIR T2SL 

एलडबू्ल्यआईआर 

टी2एसएल  

LWIR T2SL 

1.  से्पक्ट्र मी बैंड Spectral Band µm 3 – 5 7.5 – 11.0 

2.  कट ऑफ  तरंगदैध्यग (अटधकतम 

अनुटिया का 50%)  

Cut-off Wavelength (50% of 

maximum response) 

µm ~ 5.2 ~  11.1 

3.  प्रिालन तापमान  

Operating Temperature 
K >  90 >  75 

4.  डाकग  करंट र्नत्व   

Dark Current Density 
A/cm2 

< 1 x 10-7  

(goal  < 1 x 10-8) 

< 3 x 10-5 

(goal  < 1 x 10-7) 

5.  क्ांटम दक्षता  

Quantum Efficiency 
% > 45 > 25 

6.  टवटशष्ट संसूिकता (डी*) 

Specific Detectivity (D*) 
cm.Hz1/2/W  > 1 x 1011 > 1 x 1011 
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खिंड 3: कायाान्वयन दृतिकोि और काया का दायरा  Section 3: Realization approach & 

Scope of work  

गटतटवटधयो,ं टजमे्मदाररयो ंऔर समय-सीमा का टववरण ताटलका-2 में टदया गया है। 

Details of activities, responsibilities and timeline is provided in Table-2 

िातलका-2: गतितवतधयो िं का तववरि और काया का दायरा  

Table-2: Scope of Work, activity details   

क्रमााँक 

S.No.  

गतितवतध  

Activity 

उत्तरदातयत्व 

Responsibility 

1.  टाइप -2 सुपरलैटटस प्रटिया प्रवाह और टडजाइन टनयम टववरण 

Type-2 SL process flow and design rule details  

टविेता Vendor 

2.  टाइप -2 सुपरलैटटस (टी2एसएल) एटप-परत टडजाइन एवं टसमुलेशन  

T2SL epi layer design and simulations 

सैक SAC 

3.  टडजाइन समीक्षा एवं परामशग 

Design Review and consultancy 

टविेता Vendor 

4.  परस्पर सहमत एटप-परत सै्टक, मोटाई और प्रटिया डेटा टविेता को सुपुदग  करना 

Submission of mutually agreed epi layer stack, thickness & process 

data to vendor 

 

सैक SAC 

5.  सैक टडजाइन इनपुट के आधार पर एटप का टवकास 

Growth of epi as per SAC design  

टविेता Vendor 

6.  एटप वेफर परीक्षण डेटा ररपोटग सैक को सुपुदग  करना 

Submission of epi wafer test data report to SAC 

टविेता Vendor 

7.  एकल टपके्सल संटवरिन और परीक्षण 

Single pixel fabrication and testing  

टविेता Vendor  

8.  एकल टपके्सल परीक्षण डेटा ररपोटग सैक को सुपुदग  करना 

Submission of single pixel test data report to SAC 

टविेता Vendor 

9.  उटित आरओआईसी के साथ एटप का संकरण  

Hybridization of epi with suitable ROIC 

टविेता Vendor 

10.  परीक्षण पररणाम की समीक्षा और स्वीकृटत 

Review of test results for acceptance 

सैक SAC 

11.  एटप वेफर टवकास या टशपमेंट हेतु स्वीकृटत 

Clearance for epi wafer growth with or without modification 

सैक SAC 

 

टनम्नटलक्तखत उप-खंडो ंमें प्रते्यक गटतटवटध का टवसृ्तत वणगन टदया गया है। 

Following sub sections describe details of each activity. 

A. फोटोडायोड सिंरचना Photodiode structure 
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मानक टी2एसएल फोटोडायोड टपके्सल संरिना को टडजाइन और अनुकरण के टलए संदिग के रूप में माना गया है। 

टपन और अवरोध टी2एसएल हेटेरोस्टर क्चर की टवटशष्ट परत सै्टक को टिि-1 में टदखाया गया है। सैक मुख्य रूप से 

डाकग  करंट और क्ांटम दक्षता  के टलए टिि-1 में टदखाई गई प्रारंटिक संदिग संरिनाओ ंका उपयोग करके युक्तक्त 

अनुरूपण करेगा और प्रदशगन को अनुकूटलत करने के टलए अपने मापदंडो ं को संशोटधत करेगा। 

आईएनएएस/जीएएसबी टी2एसएल उपकरण हेटेरोस्टर क्चर के टलए एक प्रस्ताटवत सामग्री संरिना है (जैसा टक टिि-

1 में टदखाया गया है); हालाँटक, टविेता डाकग  करंट प्रदशगन को बेहतर बनाने के टलए गैटलयम -मुक्त सामग्री संरिना 

का िी प्रस्ताव कर सकता है। 

The standard T2SL photodiode pixel structure is considered as reference for design & simulation. 

The typical layer stack-up of PIN and barrier T2SL heterostructure is shown in the Figure-1. SAC 

shall carry out the device simulation primarily for dark current and QE using starting reference 

structures shown in Figure-1 and shall modify its parameters to optimize the performance. 

InAs/GaSb is a proposed material composition for T2SL device heterostructures (as shown in 

Figure-1); however, vendor may also propose Ga-free material composition to improve dark 

current performance. 

 

 
 

तचत्र-1 तवतशि तपन और अवरोध टी2एसएल हैटर ोस्ट्रक्चर 

Figure-1 Typical PIN and Barrier T2SL heterostructure 
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B. फोटोडायोड तडजाइन समीक्षा Photodiode Design review 

टविेता को अनुरूपण पररणामो ंके अनुसार टू्यनेटबटलटी के साथ टी2एसएल आधाररत एटप-संरिना को टवकटसत 

करने में प्रस्ताटवत-फाउंडर ी संगतता का पता लगाना होगा। टविेता को प्रटिया अनुरूपण (टसमुलेशन) को करने के  

टलए सैक को लटक्षत फाउंडर ी का प्रटिया नुस्खा िी साझा करना िाटहए। इसके अलावा, टविेता प्रस्ताटवत फोटोडायोड 

उपकरण टडजाइन पर समीक्षा और परामशग के टलए आईआर एफपीए प्रौद्योटगटकयो ंपर उद्योग टवशेषज्ञ (सलाहकार) 

की व्यवस्था करेगा। कोई िी प्रटिया संबंटधत कमी, जो उपकरण के प्रदशगन को प्रिाटवत करती है, उसे टडजाइन 

संशोधन के टलए सैक के नोटटस में लाया जाना िाटहए। उपकरण टडजाइन के टनमागण से पहले महत्वपूणग टडजाइन 

समीक्षा (सीडीआर) िरण में पारस्पररक रूप से समीक्षा की जाएगी। टविेता को टकक-ऑफ बैठक के समय 

सलाहकार (उद्योग टवशेषज्ञ) का टववरण प्रदान करने और उस पर सैक अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 

 

Vendor has to ascertain the proposed-foundry compatibility in growing the T2SL based epi-

structure with tunability as per the simulation results. Vendor should also share the target foundry 

process recipe to SAC for carrying the process simulation. In addition, vendor shall arrange 

industry expert (consultant) on IR FPA technologies for review & consultancy on proposed 

photodiode device design.  Any process related shortcoming, which affects the device 

performance, should be brought to the SAC notice for design modification. Device design will be 

mutually reviewed at Critical Design Review (CDR) stage before fabrication. Vendor needs to 

provide the details of consultant (Industry expert) at the time of kick-off meeting and obtain SAC 

approval on it.  

 

C. एतप-वेफर तवकास और अतिलक्षिन Epi- Wafer Growth and Characterization 

टविेता या उनके प्रस्ताटवत िागीदार टवसृ्तत समीक्षा के बाद आपसी सहमटत से बने लेयर सै्टक के अनुसार टी2एसएल 

एटप वेफसग को टवकटसत करें गे। एटप -ग्रोथ के टलए पसंदीदा तरीका आणटवक बीम एटपटैक्सी (एमबीई) है। एटप वेफसग 

के टलए टवटनदेशो ंको ताटलका-1 के अनुसार टविेता द्वारा पूरा टकया जाना है। वेफर आकार के बारे में  टविेता द्वारा 

सुझाव टदया जाएगा (आमतौर पर ≥ 3 इंि)। 

Vendor or their proposed partner shall grow the T2SL epi wafers as per mutually agreed layer 

stack after detailed review. The preferred method for epi-growth is Molecular Beam epitaxy (MBE). 

Specifications for epi wafers to be met by vendor as per Table-1. Proposed wafer size shall be 

suggested by vendor (typically ≥ 3 inch).  

टविेता वटधगत एटप-वेफ़सग को आवश्क परीक्षणो ंके अटिलक्षण वणगन करेगा और मापन की टवसृ्तत ररपोटग के साथ 

कायगटवटध तथा परीक्षण डेटा सत्यापन के टलए सैक को उपलब्ध कराएगा । ताटलका-3 में संटवरिन के बाद एटप वेफ़सग 

पर पूणग टकये जाने वाले मापनो ंकी सूिी दशागयी गई है।  

Vendor shall characterize the grown epi wafers for required tests, provide detailed reports of 

measurements along with procedure and test data for verification to SAC.  Table-3 shows the list 

of measurements to be carried out on epi-wafers post fabrication. 
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िातलका-3: एतप-वेफर अतिलक्षिन 

Table-3 Epi wafer Characterization 

उपरोक्त मापो ंको नमूना वेफर/अंशांकन रन पर टकया जाना िाटहए और प्रते्यक लॉट के टलए टकया जाना िाटहए। 

Above measurements need to be carried out on sample wafer/calibration run and should be carried out for each lot  
@ मापे गए हर पैरामीटर के टलए HRXRD माप  ≤± 300ppm के अंदर होना िाटहए 
@The HRXRD measurement should be within ≤ ±300 ppm for each parameter measured  
#  हर तरह के डोपेंट पर डोटपंग कंसंटर ेशन पर टॉलरेंस  ≤±%30 
#Tolerance on doping concentration ≤ ±30% on each type of dopant  
 

 

D. तवकतसि एतप-वेफर पर तपके्सलाइजेसन और यूबीएम तनके्षपि 

Pixelization & UBM deposition on grown-epi wafers 

टविेता को टपके्सलाइजे़शन प्रोसेस कायग करना होगा | एफपीए प्रारूप 15µm टपके्सल टपि के साथ 640 x 512 

टपके्सल का होगा। टविेता को टपके्सलाइजे़शन से लेकर अंडर बम्प मेटल (यूबीएम) टनके्षपण तक जरूरी टलथोग्राफी 

के प्रते्यक लेवल के टलए जरूरी मास्क सेट बनाने होगें। 

Vendor shall carry out the pixelization. FPA format will be 640 x 512 pixels with 15µm pixel pitch. 

Vendor shall develop necessary mask sets for each level of lithography required from pixelization 

up to under bump metal (UBM) deposition.  

क्र.सिं 

S.No. 

आवश्यक प्राचल मापन   

Required parameters measurement  

तटप्पिी  

Remarks 

1.  

सामग्री संरिना टनटदगष्ट करते हुए सैक को ररपोटग प्रसु्तत की जाएगी। 

Report shall be submitted to SAC specifying material 

composition   

आवश्क प्रािल मापन  हेतु 

संगत मापन टवटध का 

टववरण और प्राप्त पररणाम 

उपलब्ध कराये जायें  

 

Methodologies & test 

results should be 

provided for necessary 

parameters to be 

measured. 

2.  

संरिना, डोटपंग एकाग्रता और अशुद्धता के स्तर को टनटदगष्ट करते हुए 

सैक को ररपोटग प्रसु्तत की जाएगी। 

Report shall be submitted to SAC specifying composition, 

doping concentration and impurity levels 

3.  

टडजाइन में उक्तिक्तखत एन-प्रकार, आंतररक और पी-प्रकार परतो ंपर 

वाहक सांद्रता की मािा टनधागररत करते हुए ररपोटग प्रसु्तत की जाएगी। 

Report shall be submitted quantifying carrier 

concentrations on n-type, intrinsic and p-type layers 

mentioned in design. 

4.  

ररपोटग में नमूने वेफर में सतह और दोष संरिनाओ ंकी दृश्ता का स्पष्ट 

रूप से उिेख टकया जाए। 

Report shall clearly indicate visualization of surface and 

defect structures in sample wafer  

5.  

टवटिन्न परतो ंजैसे टक अवशोषक परत  की गहराई प्रोफाइटलंग का 

उिेख करते हुए ईसीवी प्रोफाइटलंग डेटा  

ECV profiling data indicating depth profiling of  various 

layers e.g. absorber layer  
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टपके्सलाइजेशन के बाद टविेता को फाउंडर ी मानक प्रटिया के अनुसार यूबीएम करना होगा। टविेता को 

टपके्सलाइजेशन ररपोटग में यूबीएम टनके्षपण करने के टलए उपयोग की जाने वाली धातु संरिना/धातु सै्टक का टववरण 

देना होगा। 

After pixelization vendor needs to carry out UBM as per foundry standard process. Vendor needs 

to provide the details of metal composition/metal stack utilized for UBM deposition in the 

pixelization report. 

 

 

E. तपके्सलाइजेसन और यूबीएम तनके्षपि का अतिलक्षिन 

Characterization of Pixelization and UBM deposition:  

टविेता ताटलका-4 में उक्तिक्तखत अटिलक्षणन टवटधयो ं का उपयोग करके टपके्सलाइजेशन और यूबीएम टनके्षपण 

गुणविा को टिटित करेगा। टविेता को सैक को सत्यापन के टलए परीक्षण डेटा के साथ माप की टवसृ्तत ररपोटग प्रसु्तत 

करनी होगी। 

Vendor shall characterize pixelization and UBM deposition quality using characterization methods 

mentioned in Table-4. Vendor needs to provide detailed reports of measurements along with test 

data for verification to SAC. 

 

 

िातलका-4: तपके्सलाइजेसन और यूबीएम तनके्षपि का अतिलक्षिन   

Table-4 Characterization of pixelization and UBM Deposition 

क्र.सिं. 

S.No. 

आवश्यक प्राचल मापन   

Required parameters measurement  

तटप्पिी  

Remarks 

1.  ईसीपी प्रोफाइटलंग डेटा जो लागू डोटपंग की गहराई प्रोफाइटलंग 

को दशागता है 

ECV profiling data indicating depth profiling of 

applicable doping  
आवश्क प्रािल मापन  हेतु 

संगत मापन टवटध का 

टववरण और प्राप्त पररणाम 

उपलब्ध कराये जायें  

 

Methodologies & test 

results should be 

provided for necessary 

parameters to be 

measured. 

2.  बंप धातु के तहत जमा टकए गए शीट प्रटतरोध मान  

Sheet resistance values of deposited under bump 

metal  

3.  अप्राप्त धातु या दरार/आंटशक रूप से टवखंटडत धातु के पैड टनटदगष्ट 

करने वाली ररपोटग 

Report specifying missing metal or cracked/partially 

delaminated metal pads by IR microscopy 

4.  टनम्न इंटरफेस क्तस्थटत र्नत्व की पुटष्ट करने के टलए टनक्तियता परत 

की गुणविा टनटदगष्ट करने वाली ररपोटग  

Report specifying passivation layer quality to confirm 

low interface state densities  

* उपयुगक्त माप नमूना वेफसग/अंशांकन वेफर रन पर टकए जाने िाटहए और प्रते्यक लॉट पर होना िाटहए। 

* Above measurements need to be carried out on sample wafers/calibration wafer run and should be on each lot.  
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# डोटपंग सांद्रता पर सहनशीलता  ≤±%30 
# Tolerance on doping concentration ≤ ±30%  

 

F. एतप-डाई की सिंकरि प्रतक्रया Hybridization process of epi-die 

 

टपके्सलाइजेशन के बाद टवकटसत एटप-वेफसग को टविेता द्वारा व्यावसाटयक रूप से उपलब्ध संगत आरओआईसी  के 

साथ डाइटसंग के बाद संकररत टकया जाएगा। एमडबू्ल्यआईआर के टलए संकररत एफपीए की पांि मािा और 

एलडबू्ल्यआईआर के टलए संकररत एफपीए की पांि मािा टविेता द्वारा टवसृ्तत अटिलक्षणन और प्रदशगन मूल्ांकन 

के बाद सैक को सुपुदग  की जाएगी। एफपीए टवटनदेश ताटलका-5 में टनटहत हैं | 

Grown epi-wafers after pixelization shall be hybridized after dicing with commercially available 

compatible ROIC by the vendor. Five quantities of hybridized FPAs for MWIR and five quantities 

of hybridized FPAs for LWIR shall be delivered to SAC after detailed characterization and 

performance evaluation by vendor. FPA specifications are defined in Table-5.  

िातलका-5: सिंकररि एफपीए तवतनदेश  

Table: -5 Hybridized FPA specifications 

 

पाँि कायागत्मक एफपीए टवकटसत करने के टलए आवश्क एटप-वेफसग की संख्या का अनुमान टविेता द्वारा संकरण 

प्रटिया उपज के आधार पर टकया जाना है। टविेता द्वारा संकरण में खपत हुई एटप-वेफसग की संख्या अटतररक्त एटप-

वेफसग होगी और सुपुदगगी का टहस्सा नही ंहोगी। संकरण के टलए उपयोग टकए जाने वाले एटप-वेफसग टवकटसत टकए 

गए एटप-वेफर के समान लॉट से होने िाटहए। 

Number of epi-wafers required for developing five functional FPAs is to be estimated by vendor 

based on hybridization process yield.  The number of epi-wafers consumed in hybridization by 

vendor will be additional epi wafers and will not be part of deliverables. Epi-wafers used for 

hybridization should be from same lot of grown epi-wafer.  

क्र.सिं. 

S.No. 
पैरामीटर  Parameter तवतनदेश Specification  

1.  प्रारूप Format  ≥ 640 x 512  

2.  टपि/ टििांश Pitch  ≥15µm 

3.  डाकग  करंट (प्रस्ताटवत संिालन क्तस्थटत में) 

Dark current (at proposed 

operating condition) 

MWIR ≤ 1 x 10-7  A/cm2 

LWIR  ≤3 x 10-5  A/cm2 

4.  औसत क्ांटम दक्षता (पररिाटषत 

वणगिमीय पट्टी पर) Average 

Quantum Efficiency (over the 

defined spectral band  

 MWIR ≥ 45% 

 LWIR ≥ 25% 

5.  प्रकाश अनुटिया असमानता PRNU  ≤ 10% 

6.  एनईडीटी NeDT ≤ 50mK  
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तथाटप, संकरण के बाद अप्रयुक्त एटप वेफर डाई को सैक को टडलीवर टकया जाना िाटहए। संकरण के टलए उपयोग 

टकए जाने वाले आरओआईसी के टववरण को साझा टकया जाना िाटहए और खरीद से पहले इसे सैक द्वारा अनुमोटदत 

कराया जाना िाटहए। 

However, unutilized epi wafer dies post hybridization should be delivered to SAC.  Details of ROIC 

used for hybridization shall be shared and get it approved by SAC before procurement. 

यटद आवश्क हो, तो टविेता संकरण के बाद ताटलका-1 के अनुसार कू्यई टवटनदेश को पूरा करने के टलए पारस्पररक 

रूप से अंटतम सब्सटर ेट मोटाई तक सब्सटर ेट को पतला करने का काम िी करेगा। पीछे की ओर पतले होने के बाद, 

टनक्तियता परत और एंटी-ररफे्लक्शन कोटटंग (एआरसी) टनके्षपण को सुपुदग  टकए गए अंटतम संकररत एफपीए पर 

टकया जाना है। 

If required, vendor shall also carry out substrate thinning post hybridization, up to mutually 

finalized substrate thickness for meeting QE specification as per Table-1.  After backside thinning, 

passivation layer and anti-reflection coating (ARC) deposition is to be carried out on final delivered 

hybridized FPA.  

टविेता मूल्ांकन और अटिलक्षणन के दौरान संकररत एफपीए के टलए ताटलका-1 में टनधागररत टवटनदेशो ंको पूरा 

करना होगा।  

Vendor shall meet specifications laid down in Table-1 for hybridized FPAs during evaluation and 

characterization.   

 

 

खिंड 4: स्वीकृति मानदिंड Section 4: Acceptance Criteria 

 

क. एतप वेफसा पर स्वीकृति परीक्षि  

A. Epi- wafer level acceptance tests 

एटप वेफसग को ताटलका-3 में उक्तिक्तखत परीक्षणो ंसे गुजरना होगा और सैक को सुपुदगगी से पहले उन्हें ताटलका-

6 में उक्तिक्तखत टवटनदेशो ंको पूरा करना होगा।  

The epi wafers shall undergo tests mentioned in Table-3 and should meet the specifications 

mentioned in Table-6 before delivery to SAC.  
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िातलका-6: एतप वेफर स्वीकृति परीक्षि    

Table-6: Epi wafer acceptance test 

क्र.सिं. 

S.No. 
पैरामीटर Parameter मान Value 

1.  वेफर टिज्या के 90 प्रटतशत के िीतर मोटाई में असमानता 

Thickness non-uniformity within 90% of wafer 

radius 

≤±1 % 

2.  वेफर टिज्या के 90 प्रटतशत के िीतर वाहक सांद्रता गैर-

एकरूपता (प्रते्यक परत के टलए)  

Carrier concentration non-uniformity (for each 

layer) within 90% of the wafer radius 

≤±10% 

 

3.  प्रकाश टबंदु दोष (एलपीडी) र्नत्व  

Light Point Defect (LPD) Density 

≤10 सेमी -2,  10µm से अटधक 

के कण आकार के टलए      

≤10 cm-2 for particle size of 

≥10µm 

 

सुपुदगगी से पहले पररणाम सैक के साथ साझा टकए जाएंगे। उपयुगक्त मामले में, प्रते्यक सुपुदग  टकए गए वेफर प्रािल 

को पूरा नही ंकर पाते हैं, तो टविेता को सुपुदगगी के समय उक्तिक्तखत मािा के अनुसार टबना टकसी अटतररक्त 

लागत के वेफसग के पूरे बैि को टफर से बनाना होगा। 

The results shall be shared with SAC before delivery. In case above parameters are not met on 

each delivered wafer than vendor needs to refabricate the entire batch of wafers at no extra 

cost as per quantity mentioned in deliverable. 

 

 

ख. पीसीएम या एकल तपके्सल स्तर पर स्वीकृति परीक्षि   

B. PCM/ Single pixel level acceptance tests 

कोई िी पीसीएम/एकल टपके्सल संरिना जो डाकग  करंट, कू्यई और डी * की पेशकश करती है, उसे ताटलका-1 

के अनुसार उन टवटनदेशो ंके टलए स्वीकृटत मानदंड को पूरा करना होगा।  

Any PCM/ single pixel structures offering dark current, QE and D* shall fulfil the acceptance 

criteria for those specification as per Table-1. 

 

 

ग. सिंकररि एफपीए  स्तर पर स्वीकृति परीक्षि  

C. Hybridized FPA acceptance tests  

 

संकररत एफपीए ताटलका-7 के अनुसार स्वीकृटत मानदंड @टवटनदेश को पूरा करना होगा।  

      Hybridized FPA shall fulfill the acceptance criteria@ specification as per Table-7. 

 

 



 

टाइप-2 सुपर लैटटस तकनीकी आधाररत अवरक्त इमेज सेंसर के टवकास के टलए अटिरुटि की अटिव्यक्तक्त  

Expression of Interest for Fabrication of T2SL Epi Wafers for Infrared Image Sensors  

इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी का स्वाटमत्व अंतररक्ष उपयोग कें द्र, िारतीय अंतररक्ष अनुसंधान संगठन का है | इस सूिना का उपयोग केवल 

टाइप-2 सुपर लैटटस तकनीकी आधाररत अवरक्त इमेज सेंसर से संबक्तित  टवकास और सप्लाई के अलावा, इसको कॉपी या और टकसी 

माध्यम से अन्य उदे्दश्ो ंके टलए न टकया जाए | 

The material on this page is the property of Space Applications Centre, Indian Space Research Organization.  This 
material should not be copied by any means or used for any other purposes except in connection with fabrication and 
supply of the Type-2 super lattice epi-wafers for IR detector development.   
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िातलका-7: सिंकररि एफपीए स्वीकृति परीक्षि    

Table: -7: Hybridized FPA acceptance tests 

 

@ यटद प्रते्यक संकररत एफपीए पर ऊपर टदए गए पैरामीटर पूणग नही ंहोते हैं तो टविेता को टडलीवरेबल में बताई गई उक्तिक्तखत 

मािा के अनुसार टबना टकसी अटतररक्त लागत के वेफसग के पूरे बैि को टफर से तैयार करने की आवश्कता होगी। 

@ In case above parameters are not met on each hybridized FPA than vendor needs to refabricate the entire 

batch of wafers at no extra cost as per quantity mentioned in deliverable. 

 

खिंड 5:  तडतलवरेबल्स Section5: Deliverables  
 

     िातलका-8: तडतलवरेबल्स 

Table: -8: Deliverables 

क्र.सिं. 

S.No. 

मद 

Item 

मात्रा 

Quantity 

1.  पीडीके/प्रटिया टववरण PDK / process details  1 

2.  आरंटिक टडजाइन समीक्षा दस्तावेज (पीडीआर) 

Preliminary Design Review Document (PDR) 

1 

3.  टिटटकल टडजाइन समीक्षा दस्तावेज (सीडीआर) 

Critical Design Review Document (CDR) 

1 

4.  एटप वेफसग की अटिलक्षणन परीक्षण ररपोटग 

Characterization test report of epi wafers 

1 set 

5.  परीक्षण पररणामो ंके साथ एकल टपके्सल टडवाइसेस  

Single pixel devices along with test results  

5 

क्र.सिं. 

S.No. 

पैरामीटर  Parameter तवतनदेश Specification  

1.  डाकग  करंट (प्रस्ताटवत संिालन क्तस्थटत में) 

Dark current (at proposed operating 

condition) 

MWIR ≤ 1 x 10-7  A/cm2 

LWIR  ≤3 x 10-5  A/cm2 

2.  औसत क्ांटम दक्षता (पररिाटषत वणगिमीय 

पट्टी पर) Average Quantum Efficiency 

(over the defined spectral band  

MWIR ≥ 45% 

LWIR ≥ 25% 

3.  प्रकाश अनुटिया असमानता PRNU  ≤ 10% 

4.  एनईडीटी NeDT ≤ 50mK  



 

टाइप-2 सुपर लैटटस तकनीकी आधाररत अवरक्त इमेज सेंसर के टवकास के टलए अटिरुटि की अटिव्यक्तक्त  

Expression of Interest for Fabrication of T2SL Epi Wafers for Infrared Image Sensors  

इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी का स्वाटमत्व अंतररक्ष उपयोग कें द्र, िारतीय अंतररक्ष अनुसंधान संगठन का है | इस सूिना का उपयोग केवल 

टाइप-2 सुपर लैटटस तकनीकी आधाररत अवरक्त इमेज सेंसर से संबक्तित  टवकास और सप्लाई के अलावा, इसको कॉपी या और टकसी 

माध्यम से अन्य उदे्दश्ो ंके टलए न टकया जाए | 

The material on this page is the property of Space Applications Centre, Indian Space Research Organization.  This 
material should not be copied by any means or used for any other purposes except in connection with fabrication and 
supply of the Type-2 super lattice epi-wafers for IR detector development.   
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6.  परीक्षण पररणामो ंके साथ 

प्राप्त एफपीए  

Realized FPAs along 

with test results  

एमडबू्ल्यआईआर MWIR 5 

एलडबू्ल्यआईआर LWIR 5 

7.  एमडबू्ल्यआईआर संसाटधत एटप वेफसग 

 MWIR processed epi wafers 

10 

8.  एलडबू्ल्यआईआर संसाटधत एटप वेफसग 

LWIR processed epi wafers 

10 

 

खिंड 6: वारिंटी Section 6: Warranty 

टडलीवरेबल्स की सैक को सुपुदगगी की तारीख से एक साल तक की वारंटी होनी िाटहए।  

The deliverables should be warranted for a period of one year from the date of delivery to SAC. 

 

 

 

 

 


